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s4 PROCEDEU DE METALIZARE A DIAMANTELOR
INDUSTRIALE

(57) Rezumat: Inventia se referd la un proce-
deu de metalizare a diamantelor industriale,
destinat acoperirii cu metale a cristalelor de
diamante industriale, din diferite clase di-
mensionale. Procedeul conform inventiei
constd in pregitirea prealabild a suprafetei
de diamant, dupd care urmeaza operatia de
sensibilizare ce se realizeaza in una sau doua
faze, intr-o solutie, cu compozitiile: 5...25
g/l clorurd de staniu (SnCl,), 0,01...3 g/l
azotat de argint (AgNO,), 0,01...0,05 g/l
dietilthio- carbonat de argint (C;H,,AgNS,),
0,01...0,1 g/l acetat de argint dizolvat in acid
acetic 10...15 %, cu un pH=0,5...2, apoi
operatia de activare, ce se realizeaza in una
sau doua faze intr-o solutie cu compozitia
0,03...1 g/l clorura de titan (TiCl,), 0,02...1
g/l clorurd de paladiu (PdCl,), 0,01...0,3 g/l
acetat de paladiu (Pd** 47%) cu un
pH=0.,5...2, urmeaza operatia de metalizare
chimic4, in timpul céreia se realizeaza cres-
terea si controlarea gradului de accidentare

a suprafetei cristalelor, in vederea ancorarii
in liant rezinoidic, aceasta realizAndu-se
intr-o solutie cu compozitia 15...60 g/l sulfat
de (NiSO, x 7H,0), clorurd de staniu
(SnCl,), 0,01...0,5 g/l clorura de stibiu
(SbCl,), 1...15 g/l clorura de nichel (NiCl,),
0,01...0,5 g/l clorurd de paladiu si sodiu
(Na,PdCl,), 18..61 g/l acid acetic,
0,0001...0,3 g/1 thiouree, 0,01...0,8 g/l flo-
rurd de sodiu (NaF), 0,01...0,02 g/l dimetil
amino-boran, 0,01...1 g/l agent tensioactiv
eter sulfat cu moleculd scurta (C,-C¢), la o
temperaturd de 90... 95°C si un pH=de 3...6,
iar ultima operatie, depunerea electrochi-
micd, ce permite cresterea durititii i acci-
dentdrii suprafetei, se realizeazd intr-o
solutie cu compozitia 2000...325 g/l clorura
de nichel (NiCl,), 10...35 g/I sulfat de nichel
(NiSO,), 18...42 g/1 acid boric, 0,01...1 g/l
agent tensioactiv, eter sulfat cu molecula
scurtd (C,,-C,¢), la o densitate de curent de
0,2...8 A/dm,, si o temperaturd de 25...60°C.
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Inventia se refera la un procedeu
de metalizare a diamantelor industriale,
destinat acoperirii cu metale a cristalelor
de diamante industriale din diferite clase
dimensionale.

Scopul metalizarii este ameliorarea
mentinerii cristalelor in corpul si pe supra-
fata sculelor, atat ca liant metalic, cat si ca
rezinoid, ajutand totodata la disiparea cal-
durii degajate la suprafata sculei si, deci,
la marirea duratei de utilizare si la creste-
rea randamentului acesteia.

Se cunosc procedee de metalizare
prin depunere in vid sau bombardarea cu
ioni metalici. Procedeele de metalizare
prin depunere in vid constau in acoperirea
cristalelor de diamant cu un film subtire de
metal Co, Ni, Ti etc., obtinut prin descom-
punerea carbonitilor de metale respective
intr-o atmosfera controlata, cu temperaturi
si presiuni sub limita de grafitizare a dia-
mantului.

Viteza de formare a filmului de me-
tal depinde de gradientul de temperatura
intre punctul de descompunere al compu-
sului metalic si temperatura cristalelor de
diamant.

Uniformitatea filmului metalic se
obtine prin imprimarea unor migcari de vi-
bratie si rotatia cristalelor de diamant.

Procedeul de uniformizare prin
bombardarea cu ioni metalici consta in
realizarea filmului metalic pe suprafata
cristalelor de diamant intr-un camp elec-
trostatic.

Aceste doua procedee de realizare
a depunerii metalice pe cristalele de dia-
mant au dezavantajul ca solicita o apara-
tura complexa, consumuri de energie si
materiale ridicate.

in acelasi scop, mai este cunoscut
si procedeul de depunere a nichelului pe
diamante, prin depunerea electrochimica
a metalului din solutii de sulfat si clorura
de nichel, la densitati de curent reduse:
1...2 A/ldm,.
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Acest procedeu ofera numai posi-
bilitatea depunerii electrochimice a niche-
lului, fara a se referi la operatia de con-
ductibilizare a suprafetei cristalelor. in
plus, oferd randamente scézute, lucrandu-
se la densitati mici de curent (1 A/dm?) si
fiind aplicabila pentru cantitéti mici de dia-
mant (8 g/l sol).

Procedeul conform inventiei inla-
tura dezavantajele prezentate mai sus prin
aceea ca, dupa pregatirea prealabild a su-
prafetei cristalelelor de diamant, urmeaza
operatia de semnalizare, ce se realizeaza
in una sau doua fraze, intr-o solutie cu
compozitia: 5...25 g/l clorurd de staniu
(SnCl,), 0,01..3 g/l azotat de argint
(CsH,0AgNS,), 0,01...0,1g/l acetat de ar-
gint dizolvat in acid acetic 10...15%, cu un
pH de 0,5...2, apoi operatia de activare, ce
se realizeaza in una sau doua faze, intr-o
solutie cu compozitia 0,03-1 g/l clorura de
titan (TiCl;), 0,02...1 g/l clorura de paladiu
(pdCl,), 0,01...0,3 g/l acetat de paladiu
(pd* 47%), cu un pH de 0,5...2; urmeaza
operatia de metalizare chimica, in timpul
careia se realizeaza cresterea si controla-
rea gradului de aciditate a suprafetei cris-
talelor, in vederea ancorarii in liant rezi-
noidic, aceasta realizandu-se intr-o solutie
cu compozitia 15...60 g/l sulfat de nichel
(NiSO,, 7H,0), 0,01...1 g/l clorura de ni-
chel (NiCl,), 0,01...0,5 g/l clorura de pala-
diu si sodiu (Na, PdCl,), 18...61 g/l acid
acetic, 0,0001...0,03 g/l thiouree,
0,01...0,8 g/l florura de sodiu (NaF),
0,01...0,02 g/l dimetil amoniu-boran,
0,01...1 g/l agent tensioactiv eter sulfat cu
molecula scurta (C,,-C,) la temperatura
de 90...95°C si un pH de 3...6; ultima ope-
ratie, depunerea electrochimica, ce per-
mite cresterea duritatii si accidentarii su-
prafetei, se realizeaza intr-o solutie cu
compozitia 200...325 g/l clorura de nichel
(NiCly), 10...35 g/l sulfat de nichel (NiSO,),
18...42 g/l acid boric, 0,01...1 g/l agent
tensioactiv eter sulfat cu moleculd scurt
(C1-Cje), la o densitate de curent de
0,2..8 A/dm? si o temperaturd de
25...60°C.
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Se da in continuare un exemplu de
realizare a procedeului, conform inventiei.

Schema de principiu a fazelor
procedeului este urmatoare:

A - pregétirea suprafetei in solutii
de acizi concentrati, la temperatura de
70...110°C;

B - activarea suprafetei, in 1...3
etape, in solutii complexe, continand ioni
de Sn, Ti, Pd, la temperatura de
20...35°C;

C - conductibilizarea prin metali-
zare chimica, in solutii complexe, conti-
nand ioni de nichel si cobalt (Co), la tem-
peratura de 50...95°C si pH de 3,5...11,

D - cresterea controlata a stratului
metalic, depus prin modificarea parame-
trilor, si adaugarea de microelemente
activatoare, la temperatura de 70...90°C,
pH de 5,5...8, agitare la viteza controlata
intre 20...110 rot/min;

E - completarea stratului prin de-
puneri electrochimice succesive a meta-
lului in instalatii rotative, in solutii conti-
nand ioni metalici si elemente de depu-
nere a stratului, cu proprietati controlate
privind duritatea si puritatea, cu pH de
2...5 si la temperatura de 25...60°C.

in continuare, se da modul de rea-
lizare a metalizarii diamantelor industriale,
conform procedeului.

Cristalele de diamant sortate sunt
supuse unor tratamente de curatire a
suprafetei, sub actiunea unei surse gene-
ratoare de ultrasunete, in solventi orga-
nici, care se trateaza in solutii cu continut
ridicat de acizi concentrati, la temperaturi
ridicate, timp de 30...60 min.

in continuare, dup3 indepértarea
solutiilor acide de pe suprafata cristalelor,
acestea sunt tratate in solutii alcaline cu
continut de fosfati 20...60%, in prezenta
unor agenti tensioactivi cu molecula
scurtd, sub agitare si incalzire (60...90°C),
timp de 15...20 min.

Urmeaza o succesiune de operatii
pentru pregatirea, sensibilizarea si acti-
varea suprafetelor cristalelor in urmatoa-
rele solutii:

Sensibilizare si preactivare in ur-
matoarea solutie: 5...25 g/l clorura de sta-
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niu (SnCl,), 0,01...1 g/l azotat de argint
(AgNO,), 0,01...01 g/l acetat de argint
dizolvat in acid acetic 10...15%,
0,01...0,05 g/l dietilthiocarbonat de argint
(C,H,,AgNS,) cu un pH de 0,5...2.

Activare in urmatoarea solutie:
0,03...1 g/l clorura de titan (TiCly),
0,02...1 g/l clorura de paladiu (PdCl,),
0,01...03 g/l acetat de paladiu (Pd** 47%)
(C,HsO,Pd) la 0 temperatura de 15...35°C
siun pHde 0,5...2.

Pentru conductibilizarea suprafetei,
se aplica nichelarea chimica in solutii de
sulfati de nichel, si anume: 15...60 g/l sul-
fat de nichel (NiSO,. 7H,0), 0,01...0,1 g/l
clorura de staniu (SnCl,), 0,01...0,5 g/l clo-
rura de stibiu (SbCl,), 1...15 g/l clorura de
nichel (NiCl,), 0,01...0,5 g/l clorura de pa-
ladiu si sodiu (Na,Pd Cl,), 18...16 g/l acid
acetic, 0,0001...0,3 g/l thiouree,
0,01...0,8 g/t fluorurd de sodiu (NaF),
0,01...0,2 g/l dimetii amino-boran;
0,01...1 g/l agent tensioactiv eter sulfat cu
molecula scurta (C,,-C,¢), la o tempera-
tura de 90..95°C si un pH de 3...6.

Dupa nichelarea chimica, urmeaza
nichelarea electrochimica, ce se efectu-
eaza in urmatoarea solutie: 200...325 g/l
clorura de nichel (NiCl,.5H,0), 10...35 g/l
sulfat de nichel (NiSO,), 18...42 g/l acid
boric, 0,01...1 g/l agent tensioactiv eter
sulfat cu molecula scurta (C,,-C,4), densi-
tate de curent 0,2...8 A/dm?, la o tempera-
tura de 25...60°C.

Depunerile din solutia chimica si
electrochimica confera o aderenta si duri-
tate marita stratului de metal al cristalelor
de diamant.

Se obtin proprietati controlate ale
stratului depus, ca aderentd, duritate,
puritate.

Stratul metalic depus se anali-
zeaza in etape, procesul de depunere fiind
continuu.

Solutiile si tehnica de lucru permit
dozarea cu microelemente, ce regleaza si
mentin parametrii de lucru in domeniile
optime, astfel incat depunerea sa satis-
faca, dupa cerinte, nevoile sculei.
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Pelicula depusa este puternic ade-
renta la suprafata cristalelor, compacta si
acopera in intregime masa de cristale.

Prin reglarea parametrilor de lucru

5..25 g/l clorurd de staniu (SnCl,),
0,01..3 g/l azotat de argint (AgNO,),
0,01...0,05 g/l dietilthiocarbonat de argint
(CsH,,AgNS,), 0,01...0,1 g/l acetat de ar-

cu ajutorul microelementelor, procesul 5 gint dizolvat in acid acetic 10...15% si cu
po?te fi condt{s spre ovdepun.el'e acciden- un pH de 0,5...2, apoi operatia de acti-
tala, controla_xta, care sa permlta_o cre§tefe vare, ce se realizeaza in una sau dous
a suprafet,e'l fje ancorare a cnstal_elgr n faze, intr-o solutie cu compozitia 0,03...
Ilant'ul sculc-?-l, in raport'cu suprafata initiala 1 g/l clorura de titan (TiCl,), 0,02..1 g/l
a cristalului neacoperit. 10 o .
Procedeul conform inventiei pre- clorura de palgdm (TCIZ)’ 0,01..0,3 g/
zintéa urmatoarele avantaje: acetat de paladnvx (Pd 4,7%)’ cuun p Hde
- realizarea metaliz&rii in instalatii 05..2, urmeaza operatia de metalizare
simple, cu investitii mici; chimica, in timpul careia se realizeaza
- consumuri scazute de energie 15 cresterea sicontrolarea gradului de acci-
pentru realizarea procedeului; dentare a suprafetei cristalelor, in vederea
- productivitate ridicatd si consu- ancorarii in liant rezinoidic, acesta reali-
muri optime de reactivi; zandu-se intr-o solutie cu compozitia:
- nocivitate scazuta; 15...60 g/l sulfat de nichel (NiSO,.7H,0),
- cheltuielile de tratare a apelor re- 20 0,01...0,1 g/l clorurd de staniu (SnCl,)
ziduale reduse; 0,01...0,5 g/l clorura de stibiu (SbCl,), 1...
- calitate superioara a depunerii 15 g/l clorurd de nichel (NiCl,), 0,01...
prin acoperirea in intregime a suprefetei, 0,5 g/l clorurda de paladiu si sodiu
intreaga masa de cristale fiind complet (Na,PdCl,),18...61g/l acid acetic, 0,0001...
acoperita; _ _ 25 0,03 g/l thiouree, 0,01...0,8 g/l fluorura de
. ~realizarea unei depuneri cu rugo- sodiu (NaF), 0,01...0,02 g/l dimetil amino-
z ftate gi' (viu.rlvtate controlata i cu aderenta boran, 0,01...1 g/l agent tensioactiv eter
imbunatatita; o <
e L . N sulfat cu molecula scurta (C,,-C,,), la o
- pierderi scazute de diamant in temperaturd de 90..95°C si un pH de
timpul metalizarii (sub 1% pe intregul ciclu 30 i )
de fabricatie). 3...6,‘|a_r ultima operatle, depunereg el?c-.
' trochimica, ce permite cresterea duritétii si
Revendicare accidentarii suprefetei, se realizeaza intr-o
solutie cu compozitia: 200...325 g/l clorura
Procedeu de metalizare a diaman- 35 de nichel (NiCl,), 10...35 g/l sulfat de ni-
telor industriale, caracterizat prin aceea chel (NiSO,), 18....42 g/l acid boric, 0,01...
cd, dupa pregatirea prealabila a suprafetei 1 g/l agent tensioactiv eter sulfat cu mole-
cristalelor de diamant, urmeaz& operatia cula scurta (C,,-C,¢), la 0 densitate de cu-
de sensibilizare, care se realizeaza in una rent de 0,2...8 A/dm? si o temperatura de
sau doua faze, intr-o solutie cu compozitia 40 25...60°C.
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